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گرافن ِ نانُنوار یِ یΈیاخته�یِ�حافظه

این با اند. تابانده یˇن̥�آرگُن یِ باری΋ه Έی مجموعه این به و اند، گذاشته V2O5 ِ نانُنوار گرافن یِ رو

که م�ͳآید دست به گرافن از یی نانُنوارها و میشود برداشته نمیشود محافظت V2O5 با که ی گرافن کار

یِ ولتاژها ِ اعمال با که ترتیب این به میسازند، حافظه نوارها این با است. 20 nm از کمتر یِشان اندازه

نوار ِ حالت هم ولتاژ ِ حذف با میشود. جابه�جا قط΄ و وصل یِ حالتها ِ بین نوار دریچه، به هم ِ مخالف

یی زمانِ�گذارها بهترین از کمتر ͳبزرگ یِ مرتبه 3 است: کم بسیار حافظه این ِ زمانِ�گذار نمی΋ند. تغییر

یِ ساعتها باشد، کمتر گذار ِ زمان چه هر .[1] شده گزارش گرافن یا ͳکربن یِ نانُلوله�ها یِ برا کنون تا که

یِ حافظه این ِ ساختن میشود. مم΋ن ی سریعتر ِ پردازش و برد کار به حافظه با میشود را ی سریعتر

ِ قانون که چنان ساخت، 10 nm ِ مقیاس از کوچ΋تر یی بیتها بشود که میدهد را نوید این Έکوچ

بماند. معتبر همچنان است) نمایی زمان با حافظه یِ ͳالΎچ ِ تغییر آن ِ اساس بر (که [2] مور
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